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１．概要（Summary） 

環境負荷を低減しながら、より微細なパターンを得

る方法として、一般的にはウェットエッチングで作製

されるフォトマスクを、イオンシャワーを用いてドラ

イエッチングで作製する手法について検討した。電子

線描画装置や紫外線露光機で露光したパターンを有

するレジストを保護膜として、開口部材料との選択比

を評価し、加工性について検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

一般的な Line & Space のパターンを対象として、

マスクブランクスに良く用いられる Cr と、比較材料

として MEMS（Micro ElectroMechanical Systems）

デバイスに良く用いられる Si について、これら 2 種

類を被エッチング材料としてエッチングレートの計

測と選択比の算出を行った。フォトマスクは、一般的

なマスクブランクスに電子線描画装置（エリオニクス

社製 ELS-7500EX）を用いて作製し、そのままサンプ

ルとする場合と、シリコン基板上に UV レジストを塗

布し、片面マスクアライナ（ミカサ社製 MA-10）を

用いてフォトリソグラフィによってライン＆スペー

スをパターニングしてサンプルとする場合の、２種類

のサンプルを準備し、イオンシャワー（エリオニクス

社製 EIS-200ER）を用いて、ドライエッチングを行

った。エッチングしたサンプルを三つの工程に分けて、

パターン上の段差を複数回計測し、エッチングレート

を求めた。特に本研究では、イオン電流密度に着目し、

Si と Cr のエッチングレートの変化を評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig.1 に各種加工操作パラメータを変更した際のイ

オン電流密度と、その際の Si のエッチングレートの

変化を示す。イオンシャワー装置には、様々な加工操

作パラメータが存在するが、基本的な加工現象は、イ

オン電流密度で整理できることが分かった。 

 

Fig.1. Silicon etching rate versus ion current 

density in the change of several process parameters. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

今後は、さらに詳細なプロセストレンドを把握し、

エッチング工程の最適化を進めると共に、レジストと

被加工物との選択比を求め、さらに、レジストの耐性

強化について、検討する。 
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